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Rezumat:
Invenţia se referă la domeniul tehnicii radioelectronice şi poate fi utilizată pentru fabricarea fotoreceptoarelor şi aparatelor optoe-

lectronice pe baza lor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în procedeul de obţinere a heterostructurilor în strat subţire pe baza compuşilor A2B5, ce

include depunerea straturilor în vacuum în prezenţa gradientului de temperatură între vaporizator şi substrat, mai întâi se depune un
strat de componentă cu bandă îngustă, se prelucrează în soluţie de sare, se arde şi se corodează, apoi se depune un strat de
componentă cu bandă largă.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea numărului de purtători de sarcină.
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